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β-(AlxGa1-x)2O3/β-Ga2O3へテロ接合のバンドオフセット評価 
Evaluation of band offset at β-(AlxGa1-x)2O3/β-Ga2O3 heterointerface 
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1   はじめに 
近年注目されるワイドギャップ半導体 β-Ga2O3 に

関して，我々は β-(AlxGa1-x)2O3 とのヘテロ接合のデバ

イス応用を検討している．半導体ヘテロ接合のバン

ドオフセットは，デバイス動作中のキャリヤの振る

舞いを決定する重要な因子である．本研究では，β-
Ga2O3基板上に β-(AlxGa1-x)2O3 (x ＝ 0.1)エピタキシャ

ル薄膜を作製し，放射光光電子分光（PES）と反射

型電子エネルギー損失分光（REELS）を用いて β 
-Ga2O3とのバンドオフセットを評価した． 

2   実験 
パルスレーザ堆積法を用いて，β-Ga2O3(2�01)基板

上に (i) (Al0.1Ga0.9)2O3 (20 nm)，(ii) Ga2O3 (5 nm), (iii) 
Ga2O3 (3 nm) / (Al0.1Ga0.9)2O3 (20 nm)の薄膜構造を作
製した．(i)，(ii)，(iii)に対する Al 2p および Ga 3p 内
殻と価電子端スペクトルから価電子帯バンドオフセ
ット（ΔEV）を求めた．また， (i)， (ii)に対する
REELS スペクトルからバンドギャップ（Eg）を測定
し，Eg と ΔEV から伝導帯バンドオフセット（ΔEC）
を求めた．PES 測定は，BL-2A にて行なった． 
3   結果および考察 
図 1(a-c)に PES，(d)に REELS スペクトルを示す．

これらを一般的なバンドオフセットを決定する式を

用いて解析したところ，ΔE C，ΔE V はそれぞれ 
0.17 eV, 0.09 eV との値が得られた．ΔEC：ΔEV 比は

65：35 であり，この比率は他の化合物半導体ヘテロ

接合（67：33 @ AlN/GaN [1]，65：35 @ AlAs/GaAs 
[2]）とほぼ同等であり妥当な結果と考えられる． 
4   まとめ 
PLD 法を用いて β-(AlxGa1-x)2O3薄膜，β-Ga2O3薄膜を

作製し，PES， REELS によりそのバンドオフセット

を明らかにした．得られた ΔEC，ΔEV の比率は他の

化合物半導体ヘテロ接合とほぼ同等であった． 
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図 1. (a) (Al0.1Ga0.9)2O3薄膜 (b) Ga2O3 薄膜 (c) 
Ga2O3/(Al0.1Ga0.9)2O3ヘテロ界面の PES スペクト

ル．(d) Ga2O3薄膜および(Al0.1Ga0.9)2O3薄膜の

REELS スペクトル． 
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